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Annotatsiya: Ushbu magolada gattiq gotishmalarning termoelektrik xossalari,
Sh,Te, va Bi,Te,larning miqdorlari, kristallanishi, ularning holat diagrammalari

keltirilgan.

Kalit so’zlar: qattiq qotishma, gattiq eritma, stixometrik tarkib,termoelektrik
material, termoelektr yurituvchi kuch,elektr o’tkazuvchanlik, holat diagrammasi,
konsentratsiya.

Bugungi kunda dunyo boyicha termoelektrik materiallar olish jadal
rivojlanmoqda. Yuqgori samarali termoelektrik, tenzoelektrik va optik hususiyatlarni
namoyon giladigan yangi termoelektrik materiallarni izlab topish va ularning fizik
xossalarini tadgiq qilish, fan va texnikaning yugori texnologik sohalarida qollanish,
mavjudlariga nisbatan sezilarli yuqori xarakteristikaga ega bo’lgan yangi avlod
asboblarini yaratishga imkon bermogda. Shu sababdan vismut, surma telluridi va
selenidi asosidagi materiallarni o‘rganish boyicha talab juda ortib bormogda.

Qattig eritmaning Bi,Te, — Sb,Te, termoelektrik xossalarini birinchi bo’lib 1949
Shmelev tomonidan o'rganilgan bo’lib, gotishmaning yaratilishi past haroratli
termoelektrik energiya o zgartirgich yaratilishida katta gadam bo"ldi.

Agar gattiq eritmaning kristallanish tezligi 0,25mm/soat da ortsa Bi,Te, —Sh,Te,
metostabil holatda bo'ladi. Uchlangan Sb—Bi—Te ning tarkibidagi tellurid migdorini
43 dan 100% gacha bo lganini diagramma holati tomonidan o'rganilgan. (1-rasm).
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ikkita uzluksiz gattiq eritma: & faza Sb,Te, 1-rasm. Bi,Te, —Sb,Te, ni holat diagrammasi

va Bi,Te, orasida tor soha hosil gilish kuzatiladi. Ikkilangan Sb—Te da chetlanish
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stehiometrik tarkibning 50% Te ga to g ri kelgan. Surma ortiqcha bo’lgan faza qattiq
eritmaning ikkilangan faza oralig ida bo lgan.

Presslangan va kuydirilgan gotishmalarning harakteristikasini o'rganish G.V.
Kokosh tomonidan tekshirilgan. Quyidagi rasmda (2-rasm) presslangan va t=350°C
24 soat gizdirilgan, 15 kun gizdirilgan namunalarni o va o lari keltirilgan.

Bi,Te,:Sh,Te, tarkibning 2:1 giymatida elektr o'tkazuvchanlikning 15 kun
gizdirilganida kristallarning tartibli joylashgani aniglangan.

Sh,Te, va Bi,Te, larning kristallanishida tellur va tellur eritmasini hosil gilinib, Sb
va Bi elementlarining kristall panjarada ortigcha joylashganligi aniglandi. Presslash va
gizdirishda tellur kristall panjarasiga elektron joylashadi. Bu holda gotishmada
teshiklar konsentratsiyasi pasayadi, teshikli (p- tipli) termoelektr yurituvchi kuch
ortadi.

Bi,Te, gotishmasida tellur to"liq tarkibga kirib, elektronlarning ortishi seziladi va

elektron termoelektr yurituvchi kuch ortadi. Shuning uchun ham gizdirilganda Sb,Te,
termoelektr yurituvchi kuchiga garaganda Bi,Te, ning termoelektr yurituvchi kuchi

ortadi.
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2-rasm. Kuydirishning elektr o'tkazuvchanlik va termoelektr
yurituvchi kuchga ta’siri.

Presslangan, 24 soat kuydirilgan, 15 kun kuydirilgan Bi2T€ —Sb;Té; gotishmasi
1949 yili Shmelev tomonidan o rganilgan. U uzluksiz tartibda gotishma hosil giladi.
Avtor uning termoelektrik termik analizlarini gotishma eritmada SbBiTe, ko rinishida
kristallanadi. Uning holat diagrammasi F.l. Vasenin tomonidan o'rganilgan. Uning
likvidus va solidus chiziglari bir-biriga yaqin joylashgan. Uning ekstrimum giymatlari
Sh,Te, va Bi,Te, 33.3 va 66.7 mol % ga togri keladi. Uning muvozanat holat
diagrammasi Smit tomonidan organilib, likvidus va solidus chiziglari 2:1 va 1:2 da
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chiziglar kesishadi. Qolgan barcha holatlar uchun koeffitsiyentning tagsimlanish
muvozanati birdan kichik bo"ladi. Agar kristallanish koeffitsiyenti Bi,Te, —Sh,Te, tarkib

uchun birdan kichik. Kristallanish tezligini oshirsak likvidus va solidus chiziglari
orasidagi bo shlig ortib boradi.

Kristallanish tezligi 0,25 mm/soat bo’lsa, Bi,Te,—Sh,Te, motostabil holatda
boladi.

Sh:Bi ni §-faza holat tomon siljigani bu Sb,Te, - Bi,Te, ni stixometrik kesmani
harorat pasayishi tomoniga siljiganini kuzatishgan.

Qotishmada vismut miqdorini ortishi bilan s- faza kamayishi ro'y beradi.
Sb—Bi—Te erish diagrammasi yuqori haroratda sodir bo'lib, u Sh,Te, dan Bi,Te, ga

garab siljishi, unda ikkita muvozanatdagi monovariant hosil bo'ladi, u Sb-Te
sistemasidan Bi—Te sistemasini hosil giladi.

Olingan materialning xizmatiga bog'lig holda tellurid vismut asosida turli
uslublar bilan ikkilik, uchlik va murakkab birikmalarni olish mumkin. Bu vaqgtda
quyidagi sharoitlarga amal gilish zarur: tigel materiali erishini gayt etmaslik kerak: u
oksidlanishdan saqlanishi zarur; tushib golgan begona atomlar tigel devorini
ho llamasligi kerak.
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